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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成23年10月27日(2011.10.27)

【公開番号】特開2009-124122(P2009-124122A)
【公開日】平成21年6月4日(2009.6.4)
【年通号数】公開・登録公報2009-022
【出願番号】特願2008-269014(P2008-269014)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/28     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/417    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/423    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/49     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/3213   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/3205   (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６２７Ｃ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１２Ｄ
   Ｈ０１Ｌ  21/28    　　　Ｅ
   Ｈ０１Ｌ  29/50    　　　Ｍ
   Ｈ０１Ｌ  29/58    　　　Ｇ
   Ｈ０１Ｌ  21/88    　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｌ  21/88    　　　Ｇ

【手続補正書】
【提出日】平成23年9月7日(2011.9.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透光性を有する基板上にゲート電極を形成し、
　前記基板及び前記ゲート電極上にゲート絶縁膜を成膜し、
　前記ゲート絶縁膜上に第１の半導体膜を成膜し、
　前記第１の半導体膜上に一導電型の不純物元素を含有する第２の半導体膜を成膜し、
　前記第２の半導体膜上に、多階調フォトマスクを用いて第１のフォトレジストパターン
を形成し、
　前記第１のフォトレジストパターンをマスクとして前記第１の半導体膜及び前記第２の
半導体膜のエッチングを行い、
　前記第１のフォトレジストパターンを加工して第２のフォトレジストパターンを形成し
、
　前記ゲート絶縁膜、前記エッチングが行われた前記第２の半導体膜、及び前記第２のフ
ォトレジストパターン上に導電膜を成膜し、
　前記第２のフォトレジストパターン上に成膜された前記導電膜を前記第２のフォトレジ
ストパターンと同時に除去することによってソース電極及びドレイン電極を形成すること
を特徴とする半導体装置の作製方法。
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【請求項２】
　透光性を有する基板上に画素部のゲート電極及び端子部に延在するゲート配線を同一の
材料で形成し、
　前記基板、前記ゲート電極、及び前記ゲート配線上にゲート絶縁膜を成膜し、
　前記ゲート絶縁膜上に第１の半導体膜を成膜し、
　前記第１の半導体膜上に一導電型の不純物元素を含有する第２の半導体膜を成膜し、
　前記第２の半導体膜上に、多階調フォトマスクを用いて第１のフォトレジストパターン
を形成し、
　前記第１のフォトレジストパターンをマスクとして前記第１の半導体膜及び前記第２の
半導体膜のエッチングを行い、
　前記第１のフォトレジストパターンを加工して第２のフォトレジストパターンを形成し
、
　前記ゲート絶縁膜、前記エッチングが行われた前記第２の半導体膜、及び前記第２のフ
ォトレジストパターン上に導電膜を成膜し、
　前記第２のフォトレジストパターン上に成膜された前記導電膜を前記第２のフォトレジ
ストパターンと同時に除去することによって前記画素部のソース電極及びドレイン電極と
、前記端子部に延在するソース配線と、を形成することを特徴とする半導体装置の作製方
法。
【請求項３】
　透光性を有する基板上に第１の導電膜を成膜し、
　前記第１の導電膜上に、第１のフォトマスクを用いて第１のフォトレジストパターンを
形成し、
　前記第１のフォトレジストパターンをマスクとして前記第１の導電膜のエッチングを行
い、画素部のゲート電極及び端子部に延在するゲート配線を形成し、
　前記基板、前記ゲート電極、及び前記ゲート配線上にゲート絶縁膜を成膜し、
　前記ゲート絶縁膜上に第１の半導体膜を成膜し、
　前記第１の半導体膜上に一導電型の不純物元素を含有する第２の半導体膜を成膜し、
　前記第２の半導体膜上に、多階調フォトマスクである第２のフォトマスクを用いて第２
のフォトレジストパターンを形成し、
　前記第２のフォトレジストパターンをマスクとして前記第１の半導体膜及び前記第２の
半導体膜に第１のエッチングを行い、
　前記第２のフォトレジストパターンを加工して第３のフォトレジストパターンを形成し
、
　前記ゲート絶縁膜、前記第１のエッチングが行われた前記第２の半導体膜、及び前記第
３のフォトレジストパターン上に第２の導電膜を成膜し、
　前記第３のフォトレジストパターン上に成膜された前記第２の導電膜を前記第３のフォ
トレジストパターンと同時に除去することによって前記画素部のソース電極及びドレイン
電極と、前記端子部に延在するソース配線と、を形成し、
　前記ソース電極、前記ドレイン電極、及び前記ソース配線をマスクとして前記第１の半
導体膜及び前記第２の半導体膜に第２のエッチングを行い、
　前記ゲート電極、前記ゲート配線、前記ソース電極、前記ドレイン電極、及び前記ソー
ス配線をフォトマスクとした裏面露光により、第４のフォトレジストパターンを形成し、
　前記第４のフォトレジストパターンをマスクとして前記第１の半導体膜に第３のエッチ
ングを行い、
　前記ゲート絶縁膜、前記第３のエッチングが行われた前記第１の半導体膜、前記ソース
電極、前記ドレイン電極、及び前記ソース配線上に絶縁膜を成膜し、
　前記絶縁膜上に、第３のフォトマスクを用いて第５のフォトレジストパターンを形成し
、
　前記第５のフォトレジストパターンをマスクとして前記絶縁膜に第４のエッチングを行
い、前記絶縁膜に開口部を形成し、
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　前記ゲート配線、前記ソース電極、前記ドレイン電極、前記ソース配線、及び前記第４
のエッチングが行われた前記絶縁膜上に透明導電膜を成膜し、
　前記透明導電膜上に、第４のフォトマスクを用いて第６のフォトレジストパターンを形
成し、
　前記第６のフォトレジストパターンをマスクとして前記透明導電膜に第５のエッチング
を行うことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項４】
　請求項１において、前記ソース電極及び前記ドレイン電極は複数の導電膜を有する積層
構造であることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項５】
　請求項２又は３において、前記ソース電極、前記ドレイン電極、及び前記ソース配線は
複数の導電膜を有する積層構造であることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項６】
　請求項１、２又は４において、
　前記第２のフォトレジストパターンは逆テーパー形状であることを特徴とする半導体装
置の作製方法。
【請求項７】
　請求項３において、
　前記第３のフォトレジストパターンは逆テーパー形状であることを特徴とする半導体装
置の作製方法。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか一において、前記第１の半導体膜及び前記第２の半導体膜は
非晶質半導体膜であることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項９】
　請求項１乃至７のいずれか一において、前記第１の半導体膜は微結晶半導体膜及び非晶
質半導体膜を有する積層構造であることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか一において、前記加工はプラズマアッシングであることを特
徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０のいずれか一において、前記多階調フォトマスクはハーフトーンフォ
トマスク又はグレートーンフォトマスクであることを特徴とする半導体装置の作製方法。
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